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磁性薄膜への数十 fs 程度の左右円偏光パルス照射のみでカイラリティに一意に対応した磁区形成が

可能である偏光依存全光型磁化反転 (HD-AOS) 現象が高速な新規磁気記録手法として応用が期待さ

れている. HD-AOS 現象は超短パルス光吸収に起因する決定論的磁化反転を起源とし, 磁気円二色性 

(MCD) に基づく左右円偏光の光吸収量差で HD-AOS の双対性が発現する[1]. そこで, 一般に多層構

造を有する磁性薄膜における無偏光入射時の実効的光吸収率 Aeff (磁化反転誘起可能な光源光強度に

寄与) および左右円偏光の実効的光吸収率差 ΔA±σ (HD-AOS における双対性に寄与) の 2 つの指標

の増大, 特に ΔA±σの増大が HD-AOSの感受特性向上のために求められている. 我々はこれまでに, 光

学干渉構造を用いた多重干渉効果によって ΔA±σ の実効的変化, さらに符号反転が可能であることを報

告してきた[2]. 本研究では, 種々の SiN 光学干渉層厚 tSiN及び光源波長 λ の組み合わせにて, 実計測

評価により, ΔA±σ, Aeffの tSiN, λ の依存性検討を行った. 具体的には, ΔA±σ, Aeff は連続光で主たる

特性が評価可能であり [2], 連続光源  (λ = 532, 633, 670, 780, 808 nm) にて SiN (tSiN nm) / 

Gd24.0Fe66.5Co9.5 (20 nm) / SiN (5 nm) / glass sub. (tSiN = 20, 40, 60, 100, 200)  を用いた. 光学特性評価

には分光計測を用い, 実効的 MCD 計測には円偏光変調法を用いた.  

Fig. 1 に Aeff および算出した ΔA±σ を示す. ΔA±σ

の大きさ並びに符号関係が変化することを確認

した. 指標であるAeffおよび ΔA±σの組み合わせは, 

tSiN, λ に対し非線形な挙動を示し, 特にΔA±σ成分

の変動が大きいことを確認した. その変動の内でΔ

A±σ, Aeff ともに大きな値を示す条件が存在することを

確認した.  
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Fig. 1 Relationship between Aeff and ΔA±σ when 

changing tSiN and λ. 
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